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[はじめに] 小型で低コストのガスセンサーは、

環境、工業、医療など様々な分野に応用ができ、

近年需要が大きくなっている。小型ガスセンサ

ーの中で、感度、選択性が高く、成熟した CMOS

製造技術利用できる 4 族素材を用いた、中赤外

Si オンチップガスセンサが望ましい[1]。 ガス

センシングを行うためには、光路長を十分に確

保する必要があるためマイクロディスク共振

器を使用した[2]。本研究では、高 Q 値中赤外

Si マイクロディスク共振器を作製した。 

[実験結果] 本デバイスは、CH4が強い吸収を引

き起こす、3.27 µm 波長帯の光で機能するよう

に設計した。Fig.1 に導波路幅を変化させた場

合の導波モードと共振モードの分散曲線を示

す。導波モードと 0 次 whispering gallery 

mode(TE0) が位相整合する導波路幅は 2.9 µm

付近であることが分かった。Fig.2 に作製した

導波路とマイクロディスク共振器を示す。SOI

基板は Si 層が 220 nm、 BOX 層が 2 µm のもの

を使用した。Fig.3 にディスク半径 150 µm、ギ

ャップ幅 0.2、導波路幅 3.0 µm のスペクトルの

測定結果を示す。フィッティングによって、

2.305×104というこの厚みでは最も高い Q 値を

得ることができた[3]。 

[結論] SOI 基板上に作製した中赤外領域にお

けるマイクロディスク共振器は共振ピークが

得られ、Q 値は 104オーダーで得ることができ

た。よって本デバイスは有効光路長を伸ばすこ

とができ、高感度オンチップガスセンシングデ

バイスの作製に有望である。  
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Fig.1 導波モードと共振モードの分散曲線 

 

Fig.2 マイクロディスクと導波路の顕微鏡写真 

 

Fig.3 透過スペクトル 
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